Laboratorium Elementow Elektronicznych

Sprawozdanie nr 6

Tematy 11. Charakterystyki i parametry tyrystora
cwiczen: .
12. Charakterystyki i parametry tranzystora IGBT
Data wykonanigwiczenia
Grupa SzKOoIeNioWa ...........ccuvieiiiiiiiiiceiieceei | e e

Sktad zespotu:
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Tabela 1. Pomiar charakterystyk anodowych tyrystgraf(Uak) przy I = const.
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Tabela 2. Pomiar naggia przefczaniaUp tyrystora w funkcji pgdu bramkil .

UAK = Up [V]
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Tabela 3. Pomiar charakterystyk p&ogpwych tranzystordGBT ......................:
lc = f(Ugg) przy Uce = const.
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Uce@) = .ooonnee Uee [V]
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Tabela 4. Pomiar charakterystyk wgipwych tranzystordGBT ...........cccceeeeit
lc = f(Ucg) przy Uge = const.

UGE (1) = cerreenniniiniiiiiiiiian, UGE (2) = crrreniiiniiiiiiin, UGE () = serreeniiiiiiiiiiiiiiiann,

lc [A] Uce [V] | c [A] Uce [V] | c [A] Uce [V]

Opracowanie wynikow.

1.
2.
3.

Wykresli¢ charakterystyktyrystoral o = f(Uak) w oparciu o wyniki zawarte w tabeli 1.
Okresli¢ wartas¢ pradu podtrzymanidy.

Wykresli¢ przebieg nagria przedczaniaUp w funkcji pradu bramkilg w oparciu o wyniki
zawarte w tabeli 2.

Na podstawie przerysowanych z ekranu oscyloskopu przebiegbw czaspwgta i napécia

anodowego opisazjawiska wystpujace w tyrystorze w poszczegolnych zakresach pracy.

5. Wykresli¢ stosowne charakterystyki tranzystd@BT . Wyznaczy napkcie progowe.

6. Porowng& przebieg otrzymanych charakterystyk woypwych tranzystora IGBT

z charakterystykami odpowiednich tranzystofd@sS.



